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Resumo

Andrade, Juliana Mesquita de; Assuncao, Fernando Cosme Rizzo; Furtado,
José Geraldo de Melo. Caracterizacdo Microestrutural e Elétrica de
JuncBes em Ceramicas Varistoras a Base de SnO, e ZnO. Rio de Janeiro,
2013. 153p. Tese de Doutorado - Departamento de Engenharia de Materiais
e Metalurgia, Pontificia Universidade Catdlica do Rio de Janeiro.

O estudo a respeito de homojuncdes e heterojuncBes se apresenta como de
grande interesse cientifico e tecnoldgico, pois os mecanismos de formacéo e de
atuacdo dessas estruturas ainda ndo sdo plenamente conhecidos. Essas jungoes
estdo na base de diferentes tecnologias, tais como, diodos, transistores, capacitores
e supercapacitores, varistores, células fotovoltaicas, detectores de luz UV,
diversos tipos de sensores, catalisadores e fotocatalisadores, entre outros. A
presente tese de doutorado visa contribuir para o desenvolvimento de sistemas
ceramicos policristalinos (micro e nanoestruturados) a base de ZnO e SnO, e para
a compreensdo dos mecanismos de formacdo das homojuncdes e heterojungdes
presentes nesse sistema material e suas relagdes com o comportamento varistor,
em termos da estabilidade e degradacgéo dessas juncdes. Microscopia eletronica de
varredura, espectroscopia de raios-X por dispersdo de energia e difragdo de raios-
X foram utilizadas para a caracterizacdo microestrutural. Analises térmica e
dilatométrica foram utilizadas para a determinacdo dos parametros e mecanismos
de densificacdo e sinterizacdo que ddo origem as juncBes consideradas. Para a
determinacdo das caracteristicas elétricas foi utilizada a analise de capacitancia e
levantamento das curvas de polarizacdo. Em funcdo das composicBes quimicas
avaliadas foram obtidas microestruturas composta por homojuncbes e
heterojuncdes, com diferentes niveis de densificacdo e caracteristicas varistoras,
ou seja, comportamento ndo-linear entre tensao e corrente elétrica, com tensdes de
chaveamento de diferentes magnitudes, permitindo relacionar o comportamento
eletrotérmico dos varistores com as caracteristicas das homojuncdes e

heterojuncdes consideradas.

Palavras-chave
Varistor; Densificacdo; Sinterizacdo; Policristalinidade; Homojuncao;

Heterojuncao.
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Abstract

Andrade, Juliana Mesquita de; Assuncdo, Fernando Cosme Rizzo (Advisor);
Furtado, José Geraldo de Melo (Coadvisor). Microstrutural and Electrical
Junction Characterization of SnO2 and ZnO Based Ceramic Varistors.
Rio de Janeiro, 2013.153p. Doctor Thesis - Departamento de Engenharia de
Materiais e Metalurgia, Pontificia Universidade Catolica do Rio de Janeiro.

The study about homojunctions and heterojunctions has scientific and
technological value, because the mechanisms of formation and performance of
these structures are not fully known. These junctions are in the base of different
technologies, such as diodes, transistors, capacitors and supercapacitors, varistors,
photovoltaic cells, detector of UV light, many kinds of sensors, catalysts and
photocatalysts, among others. The present thesis aims to contribute to the
development of polycrystalline ceramic systems (micro and nanostructured) based
on ZnO and SnO, and to the understanding ofthe mechanisms of formation of
homojunctions and heterojunctions present in these systems and their relations
with the varistor behavior, in terms of stability and degradation. Scanning electron
microscopy, X-ray energy dispersive spectroscopy and X-ray diffraction were
used to the microstructural characterization. Thermal and dilatometric analyses
were used to determine the parameters and mechanisms of densification and
sintering that give rise to the junctions considered. For the determination of the
electrical characteristics, analysis of capacitance and polarization curves were
used. Depending on the chemical compositions a variely of microstructures were
obtained containing homojunctions and heterojunctions, with different
densification levels and distinct varistors characteristics, that it, nonlinear
behavior between voltage and electric current, with different magnitudes of
switching voltages permitting to correlate the electrothermal behavior of varistors

with the characteristics of homojunctions and heterojunctions considered.

Keywords

Varistor; Densification; Sintering; Polycrystallinity; Homojunction;

Heterojunction.
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M,, - Cation num sitio regular do reticulado cristalino
X - Anion num sitio regular do reticulado cristalino
V,, - Vacéncia Catibnica

V,, - Vacancia Catiénica monoionizada

V,, - Vacancia Cationica duplamente ionizada
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